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１．概要（Summary） 

レジストパターンの「仕上がり」に対する描画条件の影

響を予め把握しておくことは、レジストの性能評価に不可

欠である。他方、描画の生産性の観点からは、より高速な

描画、即ちより高いビーム電流値での描画が指向される。 
α-クロロアクリル酸メチルとα-メチルスチレンの共重合体

のアニソール溶液をレジストとし、ビーム電流値をどこまで

増大できるか、その限界を見極めることを試みた。 
結果、ビーム電流値を 7.8 nA まで上げても、20 nm 

Line & Space（LS）の解像性と 2 nm 台の Line Edge 
Roughness（LER）値は維持されることを確認した。 

 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

EB 描画装置： エリオニクス ELS-G125S 
【実験方法】 

6025マスク基板の主表面にCrN膜を2.5 nm成膜し、

次に、前記レジストを回転塗布し、190 °C で 10 分間ベー

ク処理し、膜厚 40 nm を得て、マスクブランクスとした。 
次いで、20 nm LS パターンを 50 µm 幅に描画した。

Field Size を 500 µm、Dot 数を 200,000、即ち Bss 2.5 
nmとして、露光量を250～350 µC/cm2（10 µC/cm2間隔、

50 kV 換算値）に描画できるように、Dose Time を設定し

た。現像液には、2 種類の酢酸エステル混合液を用い、

60 秒間、Spin-Spray 処理した。その後、FE-SEM にて

レジストパターンを観察し、画像処理ソフトを用いて、

SEM 画像から LER を計測した。 
ここで、ビーム電流値は、1.3、2.6、3.9、7.8 nAとした。

これら 4 条件につき、描画・現像した 20 nm LS パターン

において、pinching 欠陥、bridge 欠陥、パターン倒れの

発生がなく、ラインとスペースの寸法比がほぼ 1:1 に仕上

がっているか、を評価した（Fig. 1）。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
Fig. 1 Resolution and LER vs. Beam Current 
 
結果、ビーム電流値を 7.8 nA まで上げても、解像性及

び LER 値に劣化は観られなかった。これは、設計 20 nm 
LS に対し、ビーム径は依然として十分に小さいためであ

ると考えられる。ビーム電流値を 15.6 nA（ビーム径は 10 
nm 近く）にまで上げようと試みたが、8 nA 程度が上限で

あった。アパーチャーは従来から使用のφ120 µmを変更

しなかった。 
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